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联合技术
”

测量界面态分布的

几个问题的分析

沈 佳 芬

物理 系

摘 要

卞 文以 实验 事实 为 依据 3丫细 地 分析 了用
9
’

联 合技术
‘ ’

侧量 界面态 密度 可能 产 生误 差的 几种因 素
9

例 如归
一

化

值的缪性 度偏 差
、

扫描速 率大 小的选择
、

地 电势 的 偏 差 等 提 出了避 免误差
、

提高测量 精度的 方法
9

还 讨 沦 �
’

磷处 哩工 艺
、

合金 工艺及 光照 等对 界面态密度的影 响
9

准扑态一高频 : 一 ( 联合技 术测量界面态在禁带中的分布是一种简单易行的技术
9

它具有设

备简单
、

数据 处理容易等优点
9

测量范围在禁带中央约 ;
9

< 2 = 左右
,

精度可达 >;
’。2 = 理 。 ? ≅

川

关 于用
’ ·

联合技术
9 ’

测量 界面态的原理 与方法已在前文 〔’ 〕 中做过详细阐述
9

下面仅就联合测

量中影响测 量精度的 几个问题进行分析和通过对 比实验得出影响界面态密度的工 艺因 素进行 3寸论

一
、

在联合测量中造成界面态密度的误差的分析

1
、

归一化值的线性度偏差
Α

在联合测量中常采用归一化测量
,

这样避免 了山仪器本身精度

不高听带来的 误差
9

但归一化测量 必须保证在输出端 Β 笔 。 一 >
9

; 范围内属 于测量 仪器的线性 区

现有仪器怎样才能保证归一 化值的线性度呢Χ 有两方面因素 必须考虑
Α

> Δ 扫描速率的 偏差造成 界面态密度 ∀55

的 误差
9

在取合测量中包括高频: 一 ( 和准静态 :
一

=

两部分测量
·

准释态部分测量啄理如图 > 所示
9

其中: Ε . Δ 是待测 Φ � ∗ 电容器样品
9

!Γ

是反馈电阳
9

# 是高增益
、

高输入阻抗的运算放大

>Η 8 < 年 > > 月 Ι ϑ 日收至1」

! 『

、 1甲一不

汁
’

辈( Κ Ε . 〕

图 1 准挣 态测景原 理图
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器
。

由 ∀ 点
9 ’

虚地
”

概念有
Α

3, Λ 一 3
。

Λ : Ε .
6 旅Ε. Δ

6 .

输出电压为

( 。
3Γ !Γ 二 一 凡

Μ
、

6(
,

Ε.
七 气 . Δ

—
> Δ

其中巩 Ε. Δ 为一线性斜波电压
,

( Α

Ε . Δ Λ (

6 (Κ Ε .

6.

且

> Ν − .

Ε Ι Δ

− 是扫描速率
,

将 Ε Ι Δ 式代入 Ε > Δ 式中便有

( 。9

Ε. Δ Λ 一 − !Γ : Ο Δ

因此为保证运算放大器输出电压 ( 。
Ε. Δ 与 : Ε. Δ 成线性关系则要求“ 必须为常数 如果

“ 随 . 有一微小变化则将直接影响 (
Ε,

Ε. Δ 值
,

若加 Π ;
,

则输出电

压值便由 > 下降
9

致使准静

态 : 一 ( 曲线在强反型以后

仍回不到 >
,

在整个扫描过

程中: ∃ Ε姚 Δ 值均偏离真

实值
9

同样
,

如果 △“ Θ ;

则出现输出电压增大
9

超过 >
,

即所谓的过冲现象
9

图 Ι 给

今Ρ Σ;
Μ Μ
仁

9

七

一

厂

出 △− 无 �的两种情况下的 : 一万

曲线
9

从 图 Ι 中 −
、

Τ 均可

明显看出− 的偏差对输出特性的影响
9

Γ − Δ
、

△“ Π � ΕΤ Δ
、

△ − Δ ;

图 Ι △口 年 〕隋况 下输 出 曲线

由于准静态 : 一 = 输出特性的改变
,

则直接影响界面态密度∀ 55 值
·

例如
Α △口 Θ 7 则由曲

线 − 读出的 :1
Μ

Ε巩 Δ Ρ 助
Υ 值小于真实值

9

而 由界面态密度表达式

‘ 。 、 Μ 兰边茎兰兰
「

去赞 、 ς ∃
,
一 � ; ≅ ∃

 � 勺

:∃ Ε(
‘

Δ Ρ : 7 Υ : 理 Ε姚 Δ

> 一 : 理 Ε叽

Ρ Σ7
Υ

9

Ω Ι 〕

> 一 :∃ Ε(
Α

Δ Ρ : 7 Υ Ρ :7
Υ

” ” ” ” ”
’

“
· ·

⋯
‘ · · · · · · · · · · ·

⋯⋯ Γ Ξ Δ

较小的 Ψ Ε 珠 Δ Ρ :7
Υ 值计算 出的 ∀弘 Ε ) Δ 值将普遍变小

9

故使∀5 5 Ε ) Δ 测量值出现误

差
9

即 △ ∀5 ∗ Ε ) Δ Π ;
9

反之若 △− Θ ;
9

则 由曲线 Τ 读出的 :∃ Ε ( 。 Δ Ρ :7
Υ 值普遍高于

真实值
9

则由公式 Ε Ξ Δ 所计算结果必然偏大
,

‘实际上如图 Ι
、

Τ 所示 曲线运用文献川给出的

数据 处理方法根本无法计算Δ

为避免上述由 艺岁 白勺存在造成 ∀ ∗ 5 的误差的 出现
9

要在仪器选择和调整上下功夫
9

一般运算

放大器当输入端用一固定电容器代替Φ � ∗ 样品时
9

测出归一化准静态 : 一 ( 应基本上保持水平

线
9

如图 Ο 所示
9

否则必然给 ∀5 5 Ε ) Δ 的计算带来误差
9
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Ε Ι Δ 样品漏电对掩 5 的影响
9

实际测量表明氧化层质量对测量有很大影响
9

不计

入 Ζ> ; Ι

的漏电时准静态测量之等效电路如图 > 所 示
9

计入 Ζ > ; Α

的漏电后准静态测量 的等效电路如图 Ξ 中 Ε−

所示
9

即相当于在 : Ε . Δ 上并联 了一个电阻 助 Υ
9

为简单起见
,

仅考虑 !7 Υ 的作用 Ε氧化层电阻 凡 Υ Δ
9

此时等效电路如图 Ξ 中 Τ 听示
9

在外加偏压下输出电压 (; Ε . Δ

一 方面随电容信号变化
9

另一方面 厂一

[又 3生加 上了一个直流信号
9

因此在
。

了州洲日 [ 、、、

负偏压端Δ从 Ε . Δ 底于 正常 泊
9 、。 日 。’

几尸尸尸一

而 在正偏压端 (
,

〔亡 Δ 高于正常
卜

一一士,

—位
9

听以当偏压从正到负 Ε 4 型衬

底 少 进行扫描时
9

输出的准静态

∴

一
∴ 一少 = Κ

图 Ο 用固 定电容代替 Φ �∗
样品时听测得的 : 一 ( 曲线

9

(
。
吸] Δ

图 Ξ 川 入 ∗ Α ;
Μ

、履电时的等 效电路

: 一 = 曲线发生整体倾斜
,

如图 Ζ 所示
9

显然这样的 及Ρ 助
Υ

一 叭 曲线是无法利用文献〔Ι 〕的方法进行数据处理的
,

无法计算出界面态密度饨 5 Ε ) 户的
9

然而
,

氧化层完全无漏电是不可能的
9

从理论上 分析
9

氧化层漏电最大值为多少时才能运用文献〔刁的方法3
一

卜算界

面态密度呢 Χ 可采用如下方法大致 沽 Α
一

卜一 卜Ζ >;
Μ

漏电的

极限值
9

如果扫描电压 二 8 (
9

要求由漏 电引起电压偏移小于

百分之一 即

: Ρ : 7

犷 一 一 一

于⊥ △ =; ⊥

⊥ (; ⊥

图 Ζ Ζ Ζ;
·

3属电引起 : 一 = 曲线倾斜

一
《 > 呢

Ε Ζ , 式 中半
_ Μ ( 。

‘
⎯ 表示在最大偏压下输出的偏移值

,

� =7 】表示无漏电时最大输出值
9

由运算放大器原理可知

⎯ (; ⊥ Λ − 凡 :7
Υ

Ε < Δ

止 ⊥
△ (;

凡

—
几 ⊥

凡
⊥α

告 △场 &

Ε 8 Δ

(;

讥
− ! 7 Υ 7 」Υ

8 Δ 式表示最人 相对偏移值
9

由 Ε 8 Δ 式解出氏 Υ

凡
Υ

讥

士△=;

( 7

Ε Η Δ
− 肠

Υ
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专⊥
△ =Ε 、

⊥

袱 — —
Λ > β

⊥ (7 ⊥

: 7 、 Λ 一8; χ %
,

叽 卜 ∗ (
,
。 Λ Ο; ; ? ( Ρ ∗

,

代入 Ε Η Δ 式中求 出漏电阻最小 值

! 7 , Λ Ι
9

Ξ 8 Υ >; > Ο ;
9

漏电流最大值为

⊥ (
Α

> 8
八。 Λ [

“

Λ

—
二丁下下一丁二了二 勺

9

斗 α
、δ 六 找� α >

9

Ξ 艺 α & 

>;
一
日 #

所以在上述给定条件下 Φ � ∗ 样品漏电应不大于 Ζ
9

Ξ Υ >; 一’Ο #
9

由漏电公式可知
,

对漏电要求与选用样品的电容岛
Υ 有关

,

与扫描速率。 有关
9

一般想放宽

对漏电要求可选 Ψ ΔΥ 大的样品
,
。 可适当减少

9

因此对一般的测试样品漏电应不大于 >;
’ ‘“ #

数量级
9

只有这样才能保证准静态输出曲线的正常
,

才
一

能保证 界面态密度 ∀5 ∗ Ε ) Δ 计算的精度
9

Ι
、

扫描速率大小的选择造成 ∀5 ∗ 的误差
,

由于联合测 量方法 是利 用 在 准 静 态条 件下界面态电容的变化

能跟得上信号的变化而体现出电容效应
9

即信号变化的速率应使

界面态来得及响应
9

从这种意义上讲
,

为使系统处于准静态则要

求扫描速率 − 越低越好
9

但实验发现过底的扫描速率将使曲线变

得不光滑
,

如图 < 所示
9

这是因为扫描速率过低致使噪声作用体

现 出来的结果
9

显而易见
,

这样的曲线是 无法用于计算的
9

。 增大以后可使曲线变得光滑
,

但过大的 − 可使系统偏离准

静态
9

这时由于。 过大
,

界面态电荷的变化跟不上信号的变化
9

从而使输出值 (7 Ε . Δ 改变
9

在积累区和耗尽 区Ψ Ρ ∋ ΔΥ

值将高于真实值
,

在反型和强反型后 Ψ Ρ ε α 将低于真实值
。

值在积累
、

耗尽区偏高
,

而在反型区则偏低
9

图 < 。 过 低所引起的 噪声的影响

所以由公式 Ε Ξ Δ 计算出的 ∀5 5

多大的扫描速率才合适呢Χ 通过实验得知在满足漏电要求前提下一般将
“ 选在 >; ; ? = Ρ ∗ 一

Ο; ; ? = Ρ 5 之间比较合适
9

这样即消除了噪声干扰又满足准静态要求
9

文章 扛 Ι , 中的几族曲

线均是在这个范围内测得的
9

Ο
、

地 电势偏差的影响
Α

进行准静态测量时
9

所用 ∴

运算放大器 ‘见图 > Δ 输入端

应严格保持
’ 9

地电位Α9 否则

将给计算带来误差
9

若 ∀ 点对

地电位 ( ∀ 牛 ; 则叽 Λ 叽

一 如
9

若枷 Π ;
,

则=日

夕叭
,

则绘出的准静态曲线

左移 Ε如图 ϑ
, − Δ

,

这时高

频 : 一 ( 曲线在准静态 : 一 (

曲线之上显然无法计算
9

若 ( ∀ Θ ;

Ρ

图 ϑ

(
Α ‘

咬 ( ‘
,

地 电势的 偏差引起输出曲线的 移动

这时准静态 : 一 ( 曲线右移 Ε见图 ϑ Τ Δ
9

使



: : 7

之在积累区与高频 : 一 ( 不重

合
9

这种情况虽能计算
9

但误

差较大
9

为确保计算的准确性
,

一

定要使 ∀ 点对地电位为零
9

也

就是要调整仪器在无信号输入

时输出为零电位
9

:
扩
:7

主
·

几 Μ

下
�

99 9 9 99
9

99 9
9

, ‘ 向, 9 9
‘

99 9

9

Ε
⎯

图 8 Ε −

Ε Τ

Δ 经 磷处理 样品的 : 一 = 曲线
Ε合金

Δ 未 经磷处理样品的 : 一 = 曲线 Ε合金

二
、

从对比实验看磷处理工艺
、

合金工艺及光照等对界面态密度的影响

⊥
、

磷处理工艺
Α

将同一批 Φ � ∗ 样品
9

氧化后一部分经磷处理 Ε生长磷硅玻璃 Δ 工艺
,

一部分不经磷处理工艺
,

分别制成样品
9

Φ11 试它们的 : 一 ( 曲线分 别在图 8 中Ε。Δ与份Δ表示

由此计算出叽 一 =5 一 ) 一 ∀ 5 ∗ ‘见表 & 与表 φ Δ
9

图 ΗΕ −Δ 与图 ΗΕ ΤΔ 分别给出∀5 5 一 )

曲线

表 1

((( , Ε ( ΔΔΔ 一 >
9

ϑϑϑ 一 >
9

<<< 一 >
9

Ζ
∴∴∴

一 >
9

ΞΞΞ 一 >
9

ΟΟΟ 一 >
9

ΙΙΙ 一 >
9

> 一 > ;;;;; 一 ;
9

ΗΗΗ [ ;
9

888 一 �
,

ϑϑϑ 一 ;
9

<<< ;
9

ΖΖΖ
一
; 9Ξ ΞΞΞ

一
; Ο〔ΔΔΔ

((( 5 Ε ? ( ΔΔΔ 一 Ξ ΞΞΞ 一 Ι ΗΗΗ 一 1丈丈 1111 Ο 888 ϑ ∋∋∋ > ; ϑϑϑ >Ξ ϑϑϑ >Η ;;; Ι Ο<<< Ι 8 ΞΞΞ Ο Ο ΞΞΞ Ο 8 <<< Ξ Ο 888 Ξ Η ;;;

))) Ε 2 ( ΔΔΔ 一 ; Ο ΖΖΖ 一;
、

Ο ΞΞΞ
一
;

9

Ο ΙΙΙ
一
;

9

Ο ;;; 一 ;
9

Ι ϑϑϑ ;
9

Ι ΞΞΞ 一 ;9 Ι;;; 一;
9

><<< 一住 >ΙΙΙ ; Ι ΞΞΞ Η
9

Ι 888 ;
9

Ο ΟΟΟ ;
9

ΟΗΗΗ ;
9

Ξ ΞΞΞ ;
9

Ξ ΗΗΗ

11111111111111111111111111111111111

∀∀∀5 5 吸Υ 16
‘,,

Η
9

< ΟΟΟ Ζ
9

>了了 Ξ
9

8 >>> Ζ
9

; ΞΞΞ <
9

ϑ ΞΞΞ <
9

Ζ ΙΙΙ ϑ
9

< ΞΞΞ ϑ
9

Ζ ΞΞΞ ϑ
9

Ζ ΙΙΙ <
9

ϑ 888 <
9

; ϑϑϑ Ζ
9

Η >>> <
9

Ι ΙΙΙ <
9

8 ΙΙΙ 8
9

><<<

222 (
一 ’ 2 ? 一Ι

ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ

表 丁&

((( 。 Ε ( ΔΔΔ 一 Ο
9

>>>一 Ο ;;; 一 Ι
9

ΗΗΗ 一 Ι
9

888 一 Ι
9

ϑϑϑ 一 Ι
9

<<< 一 Ι
9

ΖΖΖ 一 Ι
9

甚甚一 Ι
9

ΟΟΟ 一 Ι
9

ΙΙΙ 一 Ι
9

>>> 一 Ι
9

;;; 一 >
9

Η
∴∴∴

一 >
9

888

((( 5 Ε ? ( ΔΔΔ 111 Ι >>> Ξ 888 8 111 >Ι ;;; >< ΟΟΟ Ι >;;; Ι< ;;; Ο >ΙΙΙ 瀚 <<< Ξ Ι ;;; Ξ ϑ ϑϑϑ Ζ Ο ΟΟΟ 泌ΟΟΟ

))) Ε 2 ( ΔΔΔ 一 ;9 Ο >>> 一 ;
9

ΙΗΗΗ 一 ;
9

Ι <<<
一
�

,

Ι ΟΟΟ 一 ;
9

Ι >>>一 ;
9

>ΞΞΞ 一 ;
9

>;;;一 ;
9

; ΖΖΖ Ε,
9

; ; ΞΞΞ ;
9

; Ζ 888 ;
9

> >>> ;
9

> ϑϑϑ ;
9

Ι ΟΟΟ ;
9

Ι 888

陇陇
5 ΕΥ 17

, 。。
ϑ

9

Ζ;;; Ο
9

8 ΟΟΟ Ο
9

Ο >>> Ξ
9

; >>> Ι Ζ ΙΙΙ >
9

Η ΖΖΖ >
9

8 888 >
9

Η ΙΙΙ Ι
9

; ΖΖΖ Ι
9

Ι ΖΖΖ Ι
9

ϑ ΙΙΙ Ο
9

ϑ ΟΟΟ Ζ
9

Ζ 888 Η
9

< <<<

222 (
一 ’ 。 ? 一ΙΔΔΔΔΔ

,,9
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经过 比较和分析上述

实验结果
,

看到未做磷处

理样品在禁带中央界面态

分 布较平缓
,

且 凡 5 去

Ι Υ 16 7 : ? 25 ≅ 2
(∴∴

,
9

而

经 磷处理 工艺的样品界面

态分 布在禁带中央出现较

大伏起
,

平均值为 ∀5 5 Λ

< 丫 >; ’” 2 ( 一 ⎯ : ?
25 忍

9

经过

月Ζ Ζ ‘ς 少; 为 」

: ( &:用
了 >

∀ 5 5 吃 减 ⎯。比 2 叼 &: 川

9日ϑ石Ζ‘>

了下一
) 之仑

‘

图 Η

⎯一 ⎯  
9

; >

− 、 Ε Τ Δ

。 Δ 磷处理
‘合金 , 样品中计算出的 ∀ 5 5 ⋯ ) 关 系 曲 线

9

Ε Τ Δ 非 磷处 理 Ε合金
, 样品 中计算 出的 ∀ 5 5 一 ) 关 系 曲线

9

付可动电荷测量表明经磷处理工艺可有效降低固定电荷密度
,

Ι
、

合金工艺的作用
Α

反 刻铝后不进 行 合 金 工

艺
9

和进 行 合 金 工 艺 制 成 的 Φ � ∗ 样 品
,

侧 得

的 : 一 ( 曲 线 如 图 >; 与图 8Ε ΤΔ 所示
9

计算巩 一 =5

一 ) 一 ∀5 5 关系列于表 ? 与表 >> 中
9

比5 一 ) 曲线见图 >> 与

图 Η 了Τ Δ
9

但对降低界面态密度效果不甚明显

: : �

‘� Μ Μ Μ

实验结果表明合金工艺的作用可使界面态密度降低一个数

量级
,

其机理可用迪尔模型 〔’〕 进行解释
9

迪尔模型认为 53 一 Ζ >;
Α

界面过渡层的微观结构是由缺

氧较抑寸不泡合键的 Ζ >;
Ι

层形成
,

界面态是硅表面的缺陷和

不饱合的 53 键及氧的空位
9

合金时
9

氧透过 Ζ >;
Ι

层达到界面
,

图 > ; 反 刻铝后 不进 行合

金 工 艺 的样品的 : 一 ( 曲线

表 川

ςςς
’

η Ε ( ΔΔΔ 一 Ο
9

;;; 一 Ι
9

ΗΗΗ 一 Ι
9

888 一 Ι
,

ϑϑϑ 一 Ι
9

<<< 一 Ι
9

ΖΖΖ 一 Ι
9

ΞΞΞ 一 Ι
9

ΟΟΟ 一 Ι
9

ΙΙΙ 一 Ι
9

>>> 一 Ι
9

;;; 一 >
9

ΗΗΗ

((( 5 Ε ? ( ΔΔΔ 一 < <<< 一 < ;;; 一 Ζ ΙΙΙ 一 Ξ ΟΟΟ 一 Ο ΙΙΙ 一 888 888 Ι 888 Ζ >>> ϑ 888 >; 888 >Ξ >>>

))) Ε 2 ( ΔΔΔ 一 ;
9

Ο8ΞΞΞ
一 ;

9

Ο ϑ 888 一 ;
9

Οϑ ;;;
一
;

9

Ο < >>> 一 ; 9Ο Ζ;;;
一 4 幼Η片片 一 ;

9

Ο >>> 一 ;
9

Ι ΗΗΗ 一 ;
9

Ι ϑϑϑ 一 ;
9

ΙΞΞΞ 一 ;
9

Ι >>> 一 ;
9

>888

∀∀∀5 5 Ε只 > ; , 飞( 一 >>> <
9

< ;;; Ο
9

Ξ ΟΟΟ Ι
9

Ζ >>> Ι
9

>ΙΙΙ ;
9

Η ;;; >
9

; ϑϑϑ ;
9

Η ΗΗΗ >
9

Ι ΟΟΟ >
9

< ΖΖΖ >
9

Η ΙΙΙ Ι 一; ;;; Ι
9

; >>>

::: ?
一 Ι ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ

((( , Ε ( ΔΔΔ 一 >
9

888 一 >
9

ϑϑϑ 一 >
9

<<< 一 >
9

ΖΖΖ 一 >
,

ΞΞΞ 一>
9

ΟΟΟ 一 >
9

ΙΙΙ 一 >
9

>>> 一 >
9

;;; 一 ;
9

ΗΗΗ 一 ;
9

888 一 ;
9

了了

((( 、 Ε ? ( ΔΔΔ > ϑ ϑϑϑ Ι >ϑϑϑ 邓 ;;; Ο ; <<< Ο Ζ ΟΟΟ Ξ ; ;;; Ξ Ξ 888 Ξ Η ΟΟΟ Ζ Ο <<< Ζ ϑ ΙΙΙ < ; ΙΙΙ < Ι ΖΖΖ

))) Ε 2 ( ΔΔΔ 一 ;
9

> ΞΞΞ 一 ;
9

>>> 一 ;
9

; <<< 一 ;
9

; >ΙΙΙ ;
9

; Ο ΖΖΖ ;
9

; 8 >>> ;
9

>ΟΟΟ ;
9

>ϑ ΖΖΖ ;
9

Ι >888 ;
9

Ι Ζ ΞΞΞ ;
9

Ι 8 ΞΞΞ ;
9

Ο >>>

∀∀∀5
5ΕΥ >;

,

飞(
25 111 >

9

ϑ ΗΗΗ >
9

Ζ 888 >
9

ΟΞΞΞ >
9

Ι ΙΙΙ >
9

Ι ΗΗΗ >
9

Ο ΞΞΞ >
9

Ξ ϑϑϑ >
9

ϑ <<< Ι
9

Ο >>> Ο
9

Ο ;;; Ξ
9

Ξ ΙΙΙ <
9

< <<<

::: ?
一 ΙΔ
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填补了氧空位
,

从而使之减少
,

并使界面态密度明显下降
9

由实践 证明合金工艺的作用不仅在于使 #1 一 ∗3 形成良好

的接触
,

它还可以有效士创泽低界面态密度
,

这一点对 Φ 7 ∗

器件 有重要意义
9

Ο
、

光照的影响
Α

避光测量时 : 一 ( 曲线明显光滑
,

可测范围较宽
9

在白炽灯照射下测出 Σ 一 = 曲线起伏较大
,

见图 >Ι
9

这种曲线严格说是不能用于界面态密度计算

的
9

: 一 ( 曲线发生较大起伏是由于 光 照 加快 了 界 面
图 > > 不进 Γ示合金工 艺样品的 ∀ 55 一 ) 关系

态电荷的产生一复合作用
,

且这种产生一复合作用受光照的调制
,

从而大大地干扰了偏压对界面态电

豁勺调制作用
9

这种 : 一 ( 曲线显然无法计算凡Ζ
9

即使将图 >Ι 曲线作近似训算
,

也发现界面态可

测范围变窄
,

界面态密度上升
9

如图 >Ο 听示
9

上述情况可解

释 为光照使得 界面

上的某些饱合键离

化
9

从 &Γ、⎯增加 �
’

髻Α

挂键的密度
9

故光

照使 界面态密度增

加
9

测试范围变窄

可这样理解
Α

光照

刊 马5 ⊥�

Ρ

使电子得到 了附加 图 >Ι 光照 卜: 一 丫 曲线 图 >Ο 光照下样 品的 ∀ 、、 一 ) 关系

能量
,

一些得到附加能量的电子足以脱离共价键束缚而激发到导带产生电子一空穴对
9

产生的电子

一

空穴对
9

在耗尽层两侧重新分布
,

使表面势减少
,

耗尽层厚度也减少
9

从而电容谊增加
9

致使

准静态 : 一 ( 曲线上移
,

使Ψ
,

Ψ 、 一 讥 与: 、
,

� 、 Λ >
9

; 听包围面积变小
9

听以能童 ) 的范

围变小
9

故导致界面态可测 范围变窄
9

一 Α
夕士 宁吞

二 二 、 二 4 卜口

1
、

为提高联合技术测量界面态密度的精度
,

必 须作到
Α

Ε > 。 扫描速率。 保持为常数

Ε Ι Δ 一般样品漏电不大 于 >;
一 ’“ #

9

Ε Ο Δ 扫描速率选取在 >; ; ? ( Ρ ∗ 一 Ο ; ; ? ( Ρ ∗ 之间
9

Ε Ξ Δ 防止地电势的偏差
9

Ι
、

对比实验表明
Α

Ε >Δ 磷处理工艺可有效降低 Ζ> ; Α

中可动电荷
,

但对降低界面态密度效果不明显

Ε Ι , 反刻铝后的合金工艺可有效降低界面态密度
9

Ε Ο Δ
“

联合技术钡Κ量界面态密度的分布必须在避光无干扰情况下进行
9
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